太阳能薄膜电池沉积系统

1、性能参数
型号：苏州硕光科技有限公司 PECVD

样片尺寸：                
120x120mm

膜厚均匀度：                ﹤±5%

进样室样片放置数量：      
3块

样片加热台加热温度：      
室温～500℃，其中一个室1000℃（I室）

PECVD室极限真空：        
9X10-6Pa

进出样室极限真空：  
       5X10-4Pa  

设备总体漏放率：          
停泵12小时后，真空度≤10Pa

样品、电极间距：          
10～50mm在线可调  

工作控制压强：            
13Pa～1300Pa

气体控制回路：            
8路

2、应用范围：

    主要用于硅基薄膜太阳电池的制备。可用于科学研究和中试生产。能够沉积未掺杂或掺杂的非晶/微晶等不同类型的硅基薄膜，也包括沉积硅基薄膜电池的功能材料层，具有制备完整硅基薄膜太阳电池的能力。 　　
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